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Einleitung

Die jkS2 CMOS RAM-Karte ist als universelle Speicherkarte -fur

statische Rams konzipiert. Sie ist vorgesehen -fir Bytewide-Rams <24
und 28 Pin-1ICs). Es 1ist moéglich, alle zukiunftig erhaltlichen Rams
der Bytewide-Serie zu bestlcken, d.h. Rams von 2KByte bis zu

32KByte. Es ist jedoch nur Bestickung mit gleichen Rams zuléassio!

Damit umfallt die CMOS - Ram - Karte einen Speicherbereich von
32KByte bis zu 512KByte. Der AdreBraum ist in 1l6K-Schritten selek-
tierbar (unabhangig von den verwendeten Rams). Die fir den erweiter-
ten Adrefllraum bentétigten Bankingadressen Al6 bis Al? werden im
Adrel3/Steuer-Rom dekodiert. Die Erzeugung dieser Adressen mufl extern
erfolgen. Das Adref3/Steuerprom ist Adreldekoder und Auswahllogik fur
die Karte. Die gewinschte Adresse wird durch das Prom fest einge-
stellt und 1ist nachtraglich nicht zu veréandern; d.h. zum Programmie-
ren des Proms sind folgende Informationen erforder lich:

1. RAM-Typ (Kapazitat)
2. AdreBBbereich der Karte in 16K-Schritten
Ein Prom kann 2 unabh&ngige AdreBbereiche enthalten, zwischen denen

mit einem Jumper <J2) ausgewahlt wird.

Fur Systeme mit nur 64KByte Adrellraum koénnen die héheren Adressen
Al6 bis Al? auf der Karte auf 0 gelegt werden. Die CMOS RAM-Karte
kann sowohl DESELECT erzeugen (z.B. 32K-Bestickung), als auch aus-
werten (z.B. bei 128K-Bestuckung). DESELECT 1ist ein Low-aktives
Signal, das ein dynamisches Ausblenden beliebiger Adressen ermdg-
licht.

Die jk82 CMOS RAM-Karte enthalt einen NC-Akku mit 110mAh Kapazitat,
der fir mindestens 500 Stunden Pufferbetrieb ausreicht. Ferner kann
eine evtl. im System vorhandene CMOS-Spannung mitbenutzt werden (In
dieser Betriebsart wird der auf der Karte enthaltene Akku aus dem
Systemakku nachgeladen). Bei Ausfall der Systemspannung wird mittels
einer WRITE-PROTECT-Logik jeder Sehreibzugriff auf die Karte verhin-
dert. Die Ansprechschwelle der WRITE-PROTECT-Logik kann mit einem
10-Gang-Trimmer eingestellt werden, normal wird 4,5V Systemspannung
als Schwelle eingestellt.

Die jk82 CMOS RAM-Karte 1ist ECB-Bus kompatibel, die Banking-Adressen
Al6 bis Al? liegen auf den ehemals fur die Daten D8 bis DI1 reser-
vierten Pins (10c, 12c, 13c und 14a). Das DESELECT-Signal liegt auf
Pin 26a. Alle Signale sind auf der Karte gepuffert. Sie st lauf-
und DMA-fahig mit 4 MHz Systemtakt. Die Stromaufnahme der Karte
betragt im Betrieb bei 4MHz und voller Bestlickung mit Hitachi o] N o]
ca. 200mA. Bendtigt wird nur +5V, der Anschlull VCMOS ist optionell
moglich (4,8V NC-Akku). Im Stand-by-Betrieb bendtigt die Karte (RAMs
und WRITE-PROTECT-Logic) ca. 5uA; hinzu kommen 50uA Selbstenllade-
strom des NC-Akkus.
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2K*8 bis 32K*8.

8K*8-Typen

Anschlisse sind je nach
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Ach tuno
Bei Verwendung von 16K*8 bzw. 32K*8 RAMs 1ist an jeder Fassung die
gekennzeichnete Durchkon tak tierung aufzubohren; hierdurch wird VCC
von Pin 26 (24) getrennt.
Bestickung mit 2K*8 RAMs (z.B. Hitachi 6116)

Bei Bestickung mit 2KByte RAMs (6116) belegt die Karte 32KByte des
AdreRBraumes, (Standardmalig entweder 00000 bis O7FFF oder 08000 bis
OFFFF, dies 1ist mittels J2 einstellbar.)

Laoeplan

Bei Verwendung von 2K*8 RAMs ergibt sich -folgende Lage der RAMs:
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+
Hier-fir sind -folgende Jumper zu setzen:

Jl Pin 1-2 Deselect als Ausgang auf Pin 26a

Jl Pin 3-4 Deselect-in auf High-Potential

Jl Pin 8-9 Al 3 auf Select BCa

Jl Pin 12-13 Al 2 auf Select "B*

Jl Pin 10-17 Write-Enable auf Pin 21 v. RAM

Jl Pin 18-17? All auf Select "A"

Mit J2 wird zwischen unterer und oberer Halfte der jeweiligen Seite
unterschieden (oben: untere Halfte, unten obere Halfte).

Als Seite werden die Adressen Al6 bis Al9 bezeichnet. Die Jumper J3,
J4, J5 und JO zwingen die Adressen Al6, Al?, A18 und Al? auf Low-
Potential (Achtung: Dies geschieht direkt auf dem BUS!). (Standard-
belegung des AdreRproms ist Seite 0.) Die Selectausgange S1 bis S3
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des AdreBproms werden bei 2K*8 RAMs nicht bendtigt und sind auch
nicht programmiert.

Ach tuno
2K*8 RAMs sind so in die Fassungen einzusetzen, daR die Pins 1, 2,
27 und 28 der Fassungen leer bleiben, d.h. es gilt die kleine Fas-
sung im Bestickungsau-Fdruck . <Pin 1 des RAMs = Pin 3 der Fassung).

Bestickung mit 3K*8 RAMs (z.B. Toshiba 5564)
Bei Bestuckung mit 8KByte RAMs belegt die Karte 128KByte des Adrel3 -
raumes (standardmafig entweder 00000 bis 1FFFF oder 30000 bis 4FFFF,
dies ist mittels J2 einstellbar).
Laoeolan

Bei Verwendung von 8K*8 RAMs ergibt sich -Folgende Lage der RAMs:
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Hier-Fir sind -Folgende Jumper zu setzen:

Jl Pin 2-3 Deselect mogl ich

Jl Pin 8-9 Al13 au-F Select "C"

Jl Pin 11-12 Al12 au-F Pin 2 vom RAM

Jl Pin 13-14 "82"" au-F Select "B"

J1l Pin 15-16 Write-Enable au-F Pin 27 v. RAM

Jl Pin 17-18 AlIl auF Pin 23 v. RAM

Jl Pin 19-20 "S1” au-F Select "A"
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Sti ckliste

IC 1,2 74 LS 04
IC 3 74 LS 245
IC 4 TBP 28 S 42 ( Dekodierprom )
IC 5,7 74155 ( Standard )
IC 6 74 C 32 ( CMOS )
IC 8 74 LS 32
IC A..P Bytew ide-RAM
Tl BC 547 o.a.
T2 BC 557 o.a.
DI Si-Diode (1N4148)
D2 Zzb 2,7 .. 3,3V
D3 Ge-D iode
BAT 3,6 V NC-Akku (51 * 15 0 mm)
POTI 10 Gang-Spindeltrimmer 2K2
RI ..3 1K
R4. .10 680..820 R
RI'l 180 R (Ladewiderstand)
RI 2 120K
RA__.RP 120K (Widerstande unter den RAMSs)
al 1e C 33 nF (1? Stick)
Stecker : 1 VG 64 a,c
1 20 Pin Pfosten
1 2 Pin Pfosten
1 3 Pin Pfosten
1 2*4 Pin Pfosten
11 KurzschluBstecker (2 Pin)
Fassungen: 16 28 Pin
4 14 Pin
2 20 Pin
2 16 Pin
Platine: HKM - Z - 140x
Achtung!
Es befinden sich Widerstédnde und Kondensatoren unter den ICs. Es
missen also offene Fassungen verwendet werden. T2 mufl wie im

Bestickungsplan angegeben eingeldtet werden (Basis biegen!).

Vor Inbetriebnahme der Karte muBB die WRITE-PROTECT-Logik eingestellt
werden. Messen an IC 6 Pin 1! Bei eingeschalteter Versorgungsspan-
nung mufl hier LOW-Potential sein, nach dem Ausschalten missen hier
min. 3,6 Volt sein (HIGH).

14.08.84
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Der Akku 1ist erst nach Bestlicken der Karte einzuldten! Er kann mit
einem Kabel bi nder auf der Platine befestigt werden.

Die Karte 1ist auch nach Entfernen aus dem System noch mit Spannung
versorgt. Es ist sicherzustellen, dall beim Ablegen keine Kurzschlis-
se verursacht werden.

Die in der Stickliste angegebene Serien LS-TTL, Standard-TTL und
CMOS sind zwingend vorgeschrieben. Bei Verwendung von ICs ~einer
anderen Familie steigt der Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb auf
bis zu 5mA <d,h. »in Faktor von 1001!).

Bestu ckunosolan

J7

J6
J5
J4
J3

J2 - J - 20

Die hier nicht bezeichneten Widerstande haben die Kennzeichnung A
bis P der zugehdrigen RAMs. Aufzubohren sind bei Verwendung von 28
Pin RAMs mit mehr als 8KByte Kapazitadt evtl. die groRBen Bohrungen
unter dem Stutzkondensator (sonst Kurzschlull zwischen 5 Volt und A13
an Pin 26 (24) des RAMs (Pinnummern 1in Klammern beziehen sich auf
24Pi n-1Cs) .
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Bedeutuno der Jumper

de-finiert die verwendeten RAMs.

AOWN R

0 00~

10

11
12
13
14

15
16
17
18
1?
20

DESELECT OUTPUT des Dekodi erproms
DESELECT am Bus <Pin 26a)
DESELECT INPUT des Dekodierproms
HIGH-Pot en tial

RAM Pin 1 < Al4 )
Al 4

RAM Pin 26 <Vcc oder Al13) Achtung: bohren, -fir A13
Al 3

Sei ect MCH efir 74155

S3 <Promausgang)

RAM Pin 2 < AlI2 )
Al 2

Sei ect "B" wmfir 74155
S2 <Promausgang)

RAM Pin 27 < WE )

WRITE

RAM Pin 23 < WE oder All )
Al 1 <inver tier t)

Sei ect "A" wfur 74155

S1 (Promausgang)

Promauswahl zwischen 2 Bereichen

Al 6
Al7
Al 8
Al?

au-F GND Bank ing
au-F GND Bank ing
au-F GND Bank ing
au-F GND Bank ing

verbindet BAlI mit BAO (Daisy-Chain im Bus)

<lEl ist mit I1EO verbunden; andere Daisy
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Programmieruno des Dekodierproms
Das Dekodierprom <512 * 8 bit) bekommt -folgende Eingangssignale!
Al 4, Al5, Alo, Al7, A18, Al?, RFSH/, DESELECTIN/ und J2
Es erzeugt die folgenden Ausgangssignale:

CARDSELECT/, DESELECTOUT/, SI, S2, S3, SELECTS/ und SELECT?/

Inhalt des Proms fir 2KByte RAMs

Adresse Daten
8 7 o} 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
1?7 18 17 10 5 4 3 2 1 14 13 12 112 9 8 7 6
DES AI5 RFSH J2 Al6 A17 A18 Al? Al4 DES S1 CS - S2 S3 S7 S5
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0O 1 0 1 1 1 1 O
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0O 1 0 1 1 1 O 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0O 1 0 1 1 1 1 O
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0O 1 o0 1 1 1 o0 1
Rest 1 1 1 1 1 1 1 1
Inhalt des Proms fir 8KByte RAMs
Adresse
8 7 o] 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 O
1?7 18 17 10 5 4 3 2 1 14 13 12 11 9 8 7 6
DES AlI5 RFSH J2 Al6 Al7 AI8 Al? Al4 DES S1 CS - S2 S3 S7 S5
1 0 1 0 0 ig) 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1
1 i 1 0 0 0 0 0 0
1 i 1 0 0 0 0 0 1
1 Fo 1 0 1 r° 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 1
0 | 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0 1
Rest
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Damit erhalt man folgende Prominhalte 1in hexadezimal:

2KByte RAMs <Prom 1408) 8KByte RAMs <Prom 1409)
Adresse Daten Adresse Date
000..13F FF 000..13F FF

140 5E 140 12
141 5D 141 1A
142..1DF FF 142 . .14F FF
1EO 5E 150 11
1El 5D 151 19
1E2..1FF FF 152..163 FF
164 . 11

selektiert 165 19
00000..07FFF 166..177 FF
oder: 178 12
08000. .0FFFF 179 1A
17A..1BF FF

I1CO 56

1C1 5E

1C2..1CF FF

1D0 55

1Dl 5D

1D2. .1E3 FF

1E4 55

1E5 5D

1E6..1F7 FF

1F8 56

1F9 5E

1FA..1FF FF

selektiert
00000 . .1FFFF
oder :
30000. .4FFFF
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Techn isehe Daten

Businterface (kompatibel zum ECB-Bus)
Versorgung: 5V / 200 mA <16 * 6116)
Fan In (gegen LS-TTL)

DO . ..D7
AO...Al3
Al 4

Al5. . _Al?
RD

MRQ

WR

RFSH
DESELECT

RPRRPRRPWRNRE R

Fan Out (gegen LS-TTL)

DO...D7 60
DESELECT

Hinweise zum Betrieb der Karte in einem Systenm

DESELECT in ein LOW-aktives Signal, das es ermdglicht dynamisch
Speicherbereiche auszublenden. Die Karte erzeugt DESELECT 15ns nach
der -fallenden Flanke von MRQ. Der Widerstand R6 (DESELECT-Pu 11-Up-
Widerstand) dar-f nur einmal im System vorhanden sein.

Es wird nicht empfohlen, die CMOS-RAM-Karte 1in Verbindung mit der
FDC 8/5 und der RAM/Adr elerwe iterungskar te mit DESELECT zu betrei-
ben. Falls MRQ von der FDC 8/5-Karte erzeugt wird (DMA-Zugri-fi),
kdnnen die 40ns zwischen CLK und DESELECT nicht eingehalten werden.
Ohne DESELECT ist der Betrieb problemlos.

Falls eine andere Karte die CMOS-RAM-Karte deselectieren soll, ist
sicherzustellen, dalR DESELECT vor WR stabil ist (ca. 125ns nach der
-fallenden Flanke von MRQ); dies ist problemlos erreichbar. DESELECT
kann au-f anderen Karten erzeugt werden, indem der CARD-SELECT-
Ausgang des Dekoders (evtl. Uber ein invertierendes Gatter) mit
einer Ge-Diode an Pin 26a des Bus gelegt wird.

Zusatzlich zum normalen ECB-Bus sind -folgende Pins belegt:

26a DESELECT/

10c Al 6
12c Al 7
13c Al 8
14a Al?

24a VCMOS (4,8 Volt NC-Akkus 1im System mdglich)

IEl und IEO sind au-f der Karte verbunden, BAl und BAO kdnnen
mittels J7 verbunden werden.
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